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内容概要

这本被誉为射频集成电路设计的指南书全面深入地介绍了设计千兆赫兹（GHz）CMOS射频集成电路
的细节。
本书首先简要介绍了无线电发展史和无线系统原理；在回顾集成电路元件特性、MOS器件物理和模型
、RLC串并联和其他振荡网络及分布式系统特点的基础上，介绍了史密斯圆图、S参数和带宽估计技术
；着重说明了现代高频宽带放大器的设计方法，详细讨论了关键的射频电路模块，包括低噪声放大器
（LNA）、基准电压源、混频器、射频功率放大器、振荡器和频率综合器。
对于射频集成电路中存在的各类噪声及噪声特性（包括振荡电路中的相位噪声）进行了深入的探讨。
本书最后考察了收发器的总体结构并展望了射频电路未来发展的前景。
书中包括许多非常实用的电路图和其他插图，并附有许多具有启发性的习题。
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章节摘录

　　第5章 MOS器件物理回顾　　5.1 引言　　本章的注意力集中在直接与RF电路设计者有关的管子特
性上，强调了一阶和高阶现象的差别，因此为了深入揭示一些问题而进行粗略近似的时候会举出许多
例子来说明，所以本章的回顾是试图作为对这一内容的传统叙述的补充，而不是去替代它。
特别是我们必须承认，当今的深亚微米MOSFET是非常复杂的器件，因此简单的公式事实上不可能提
供任何其他比一阶（甚至可能是零阶）更精确的近似。
本章的基本理念在于提供一种可以进行初步设计的简单隋形，然后通过复杂得多的模型来验证它。
借助零阶模型建立起来的定性观察可以使设计者对从模拟器得到的不好结果做出正确的反应。
因此，我们用一组比较简单的模型而不是用于验证的模型来进行设计。
　　基于这个目的，我们现在先回顾一段历史，然后再进行一系列的推导。
　　5.2 简短历史　　人们制作场效应管（FET）的想法实际上要比双极器件的开发早20年。
事实上，Julius Lilienfeld在1926年就获得了第一个类似于场效应晶体管的专利，但他从来也没有做成功
过一个能够工作的器件。
①wlluam Shockley在与别人合作发明双极型管之前也曾试图通过调制半导体的电导率来构成场效应管
。
与Lilienfeld一样，由于他使用的材料系统的问题（他采用了铜化合物②，因此没有获得成功。
甚至在把目标转向锗（一种比氧化铜更简单因而更易于理解的半导体）之后，Shockley也仍然不能做
出一个能够工作的场效应管。
在试图分析不成功的原因的过程中，Shockley的贝尔实验室的同事John Bardeen及Walter Brattain偶然发
现了点接触双极型晶体管，即第一个实际的半导体放大器。
这个器件的一些没有解决的秘密（例如其中的负β）促使Shockley发明了结型场效应晶体管，这三个
人由于他们的工作最终赢得了诺贝尔物理奖。
　　到1950年，一个基于改变半导体等效截面积的晶体管[即结型场效应管（JFET）]演示成功，它是
一个很有用的器件，但却不是Shockley最初打算构造的器件。
　　10年后，贝尔实验室的Kahng和Atalla最终研制成功了一个硅MOSFET，他们利用一个偶然的发现
，即硅自己的氧化物能够极好地控制难以解决的表面状态问题，而这些问题曾经使早期采用其他材料
时所做的种种努力屡屡受挫。
但是直到发现钠离子的污染是主要的罪魁祸首并且在相应的补救办法出现之前，器件特性的神秘（而
且严重）漂移一直阻止了MOS工艺的商业化。
　　⋯⋯
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